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電気自動車の出荷
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Siデバイス

・ウエハの供給体制が確立していた。

信越半導体、SUMCO等がニーズに合わせて増産

Siサイクルによる一時的な不足はあったが、常に増産投資

して供給体制を維持

・Si結晶／ウエハはそれが可能な製造方法

SiCデバイス

・ウエハの供給体制ができていない、特に日本

現在の少量量産時でも供給不足

さらに需要が増加した場合、ウエハの取り合いになる。

⇒今後は、凄絶な生存競争の時代になる！
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SiCデバイスの普及が進んだ場合

SiCデバイスの普及

SiCウエハの使用量増

高品質ウエハの不足性能、歩留まり劣化

低品質ウエハの使用

性能劣化の負のスパイラル
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供給体制(αとβは別物)

⇒ユーザーとしては複数社購買が必須

 Ga2O3では酸素欠損がドナーを形成

⇒ p型の制御が難しい

⇒スイッチングデバイスの実用化には課題が多い

 Ga2O3は熱抵抗が高い

⇒基板を除去する等の技術が必要
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企業名 投資計画等

インフィニオン
ドレスデン300mmライン順調に拡大，21年にはフルキャパの見通し
フィラッハ300mmライン新設，21年には生産開始

オン・セミ イースト・フィッシュキル300mmライン買収，MOSFET，IGBT生産

STマイクロ アグラテ300mmライン新設，21年には生産開始

デンソー 三重富士通で300mmの専用ライン設置

三菱電機 独自での立ち上げに消極的，台湾メーカとの連携模索

富士電機 200mm増強が主体，300mmラインの導入検討

東芝 200mm増強が優先，300mmラインの導入検討

アルファ＆オメガ 地元政府とのジョイントで300mmラインの導入検討

電子デバイス産業新聞、2020 年 10 月 15 日号の記事を参考に山本が作成
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提言１：デバイスメーカの再編・独立
・大企業の一部門では、迅速な対応ができない
パワーデバイスは、三菱電機、東芝、富士電機等の
主力製品ではない

・成功事例がある⇒ TMEIC、SUMCO

ただし、失敗事例（エルピーダ、ルネサス等）もある

提言２：中国との共存・共栄
・大市場の確保
中国は自国完結政策を推進
⇒何もしなければ、旨みのある市場を失う

・SiC結晶/ウエハの調達
数量が増加した場合、日本国内での調達に不安
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 車載用Siパワーデバイスとして、RC-IGBTの適用が始ま
っている。

 海外では、電気自動車搭載用として、SiCパワーデバイ
スが適用され出した。

 日本は、電気自動車の普及およびSiCパワーデバイス適
用で出遅れている。

 SiCの使用量が増加した場合、結晶/ウエハ調達が大き
な問題となる。

 SiCパワーデバイスには、ゲート酸化膜耐圧劣化、バイ
ポーラ劣化等信頼性上の不安がある。
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 GaN-HEMTは高速パワーデバイスとしての適用が進む
が、日本のデバイスメーカのほとんどが撤退した。

 縦型GaNデバイスの実用化のためには、自立基板の低
コストでの安定製造技術の確立が必要である。

 酸化ガリウムは低コストで基板が製造可能であり、当面
SBDのみであるが性能も良好であり、日本が主導権を握
っている。

 日本はSiCパワーデバイスでは出遅れ、Siパワーデバイ
スのシェアも徐々に落ちてきている。

 日本のパワーデバイス業界での地位向上のためには、
メーカ再編が必要である。


